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Von einem intrinsischen Halbleiter sind bei zwei Temperaturen die zugehdrigen

Elektronenkonzentrationen bekannt:

T1=300 K mi=1,1-10" cm®
T2= 400 K nz=9,7-10° cm’®

8.1. Wie groR ist die Locherkonzentration bei T1 und T2?

8.2. Bestimmen Sie die Bandliickenenergie Wy in diesem Temperaturbereich.

8.3. Bestimmen Sie eine geeignete graphische Darstellung der temperaturabhéngigen
Elektronenkonzentration n(T).

Geben Sie Ihre Losung fur den Temperaturbereich 300 K < T < 400 K an. Bestimmen Sie aus
der graphischen Losung die Eigenleitungskonzentration bei der Temperatur T= 350 K.
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Ein Halbleiter sei mit Akzeptoren der Konzentration Na dotiert (Na= 3-10Y cm?®). lhre
Aktivierungsenergie betragt AWa = 0,15 eV.

8.4. Ermitteln Sie die Locherkonzentration p(T) in Abh&ngigkeit von der Temperatur im
Temperaturbereich 100 K < T <1000 K, wenn angenommen werden kann:
a) der Bandabstand Wy ist unabhé&ngig von der Temperatur (Wg= 0,7 eV) und
b) die effektiven Massen der Elektronen und Locher sind gleich der Ruhmasse des Elektrons
(M= m"p= mo).

Stellen Sie lhre Lésung in der unteren Grafik dar.
8.5. Skizzieren Sie das Bandermodell fir den obigen Halbleiter unter Beriicksichtigung der drei

charakteristischen Temperaturbereiche. Geben Sie qualitativ die Lage der FERMI-Energie Wr
fur die Temperaturen Ti1= 100 K, T2= 500 K und Ts= 1000 K im B&ndermodell an.
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